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Informacion ECTS

Créditos ECTS:

Horas de trabgjo del alumno: 105

Horas presenciales: 15
- Horas de clase tutorizadas (HCT): 12
- Horas de evaluacion: 3

Horas no presenciales: 90
- Actividad independiente (HAI): 90

Idioma en que se imparte: castellano

Descriptores B.O.E.

Propiedades, funcionamiento y limitaciones de los dispositivos electronicos y fotonicos. Modelos
fisicosy circuitales. Materiales y procesos tecnol 6gicos. Tecnologias de fabricacion.

Temario

Unidad didactica A: Transistores de efecto campo

Tema 1.- La estructura metal-6xido-semiconductor (MOS)
1.1.- Introduccién

1.2.- LaestructuraMOS ideal

1.3.- LaestructuraMOS real

Tema 2.- El transistor MOS de efecto campo (MOSFET)
2.1.- El MOSFET

2.2.- Fendmenos de segundo orden en el MOSFET

2.3.- Funcionamiento dinamico en pequefiay gran sefid
2.4.- Modelos de SPICE del transistor MOS

Tema 3.- Transistor de efecto campo de unién pn (JFET)
3.1.- Introduccién
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3.2.- Descripcion cualitativa de la operacion
3.3.- Caracteristicas |-V

3.4.- Desviaciones de las caracteristicas ideales
3.5.- Modelo de SPICE del JFET

Temad4.- Transistor de efecto campo metal-semiconductor (MESFET y HFET)
4.1.- Introduccion

4.2.- Estructura: analogias con €l JFET

4.3.- Caracteristicas corriente-tension

4.4.- Fenébmenos de segundo orden

4.5.- Model os analiticos

4.6.- Modelos de SPICE

Unidad didéactica B: Dispositivos fotonicos

Tema 5.- Fotodetectores

5.1.- Introduccién. Procesos 6pticos en semiconductores
5.2.- Fotorresistencias. Caracteristica de funcionamiento
5.3.- Fotodiodos pny pin

5.4.- Fotodiodos de avalancha

5.5.- Fototransistores

Tema 6.-El diodo emisor de luz

6.1.- Introduccién

6.2.- Emision de luz por recombinacion radiativa
6.3.- Construccion y modelo de los diodos LED
6.4.- Aplicaciones

Tema 7.- Fundamentos del 1aser semiconductor
7.1.- Introduccion

7.2.- Emision de luz estimulada

7.3.- Modelo de funcionamiento del |aser

7.4.- Aplicaciones

Requisitos Previos

Es conveniente que e alumno tenga conocimientos solidos en los dispositivos semiconductores
basicos

Objetivos

1. Objetivos conceptuales

1.1 Conocer las bases fisicas del funcionamiento de los dispositivos el ectronicos.
1.2 Conocer los modelos de circuito que describen los dispositivos.

1.3 Conocer los procesos de fabricacion de dispositivos el ectronicos avanzados.

2. Objetivos procedimentales

2.1 Utilizar expresiones y modelos circuitales en dispositivos el ectrénicos.

2.2 Simular el funcionamiento de los dispositivos electrénicos.

2.3 Aplicar los conocimientos adquiridos para predecir e funcionamiento cualitativo de cualquier
estructura de capas de material es semiconductores.

3. Objetivos actitudinales
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3.1 Vaorar las limitaciones de las formulaciones, los modelos circuitales y las ssmulaciones en
dispositivos reales.
3.2 Interés por la evolucion tecnol 6gica.

Metodologia

La disposicion Transitoria Cuarta del Reglamento de Planificacion Académica de la ULPGC
establece gque las asignaturas de los titulos no adaptados tendran el primer afio de su extincion una
carga docente del 25% de las horas contempladas en € plan de estudios para la realizacion de
actividades de docenciay evauacion.

Puesto que el curso 2014-2015 es el primer afio de extincion de ésta asignatura de 3 créditos de
teoriay 3 de précticas, se impartiran 15 horas distribuidas como sigue:

a) 6 horas de tutoria presencial de la parte de teoria, durante las cuales se facilitara alos alumnos el
seguimiento secuencial de la asignatura resolviendo dudas y proponiendo temas y gercicios para
la siguiente sesion.

b) 6 horas de tutoria presencia de la parte practica durante las cuales se facilitara a los alumnos
gue lo deseen & seguimiento de la parte de laboratorio de la asignatura.

¢) 3 horas de evaluacion.

Las actividades de tutoria se realizaran en el laboratorio de Tecnologia de Circuitos, perteneciente
al departamento de Ingenieria Electronicay Automética, en € recinto L101 del pabellén A de los
edificios de Telecomunicacion del Campus de Tafira. El calendario aparecera publicado en el
campus virtual de laasignaturay en el tablén de anuncios de dicho laboratorio.

Criterios de Evaluacioén

La evaluacion se readiza atendiendo a resultado de una prueba escrita en la convocatoria oficial,
donde se plantean cuestiones y/o problemas de aplicacion. Las respuestas deben ser claras y
precisas, penalizandose dgjar alguna pregunta sin respuesta o que sea completamente errénea con
el 10% de su valor méximo. No se permitird el uso de formularios particulares ni de calculadoras
programables.

Descripcion de las Préacticas

L as practicas se distribuyen en tres moédulos. El primero consistira en la simulacién de dispositivos
eléctronicos, que se realizara en el laboratorio de Tecnologia de Circuitos. En € segundo se haran
montajes de circuitos con dispositivos optoelectronicos, en e laboratorio de Dispositivos
Optoelectronicos. Y en € tercero se resolveran problemas de aplicacion de la materia, en €l
laboratorio de Tecnologia de Circuitos. Ambos laboratorios se hallan adscritos al Departamento de
Ingenieria Electrénicay Automatica.

L.os mAdul os indicados se concretizan en las siguientes actividades:

Modulo I: Simulacion de dispositivos el ectrénicos

Actividad 1.- La estructura metal-6xido-semiconductor
Actividad 2.- El transistor MOS de efecto campo

Actividad 3.- Influencia de lalongitud de puertaen el MOSFET

Maodulo I1: Montajes de circuitos con dispositivos optoel ectronicos
Actividad 4.- Fotorresistencia: circuitos de aplicacion

Actividad 5.- Fotodiodo: representacion de la curva caracteristica
Actividad 6.- Led y fototransistor: sensor de iluminacion y detector de paso
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Maodulo 111: Resolucion de problemas de aplicacion
Actividad 7.- La estructura metal -6xido-semiconductor
Actividad 8.- El transistor MOS de efecto campo
Actividad 9.- Transistor de efecto campo de union pn
Actividad 10.- Fotodetectores

Actividad 11.- Fundamentos del |aser semiconductor
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Organizacion Docente de la Asighatura

Horas
Contenidos HT HP HCT HTT HAI Competenciasy Objetivos
Temal 0 0 2 0 15 11;1.2;1.3,2.1;2.331
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Tema?2 0 0 2 0 15 1.1,1.2,1.3;21,2.2,2.3;3.1

Tema3 0 0 2 0 15 1.1;1.2;1.3,21;23;3.1

Tema4 0 0 2 0 15 1.1,1.2,1.3;2.1,2.3;3.1;3.2
Tema5 0 0 1,5 0 10 1.1,1.2;1.3;2.1,2.3;3.1;3.2
Tema6 0 0 1,5 0 10 1.1,1.2;1.3;2.1,2.3;3.1;3.2
Tema7 0 0 1 0 10 1.1;1.2;1.3;2.1;2.3;3.1;3.2

Equipo Docente

BENITO GONZALEZ PEREZ (COORDINADOR)
Categoria: TI TULAR DE UNI VERSI DAD

Departamento: | NGENI ERI A ELECTRONI CA Y AUTQVATI CA
Teléfono: 928452875 Correo Electronico: beni t 0. gonzal ez@l pgc. es

Resumen en Inglés

With Ampliacion de dispositivos electrénicos students will understand the fundamental aspects of
field effect transistors: MOSFETSs, JFETs and MESFETSs. They will be abble to deduce their
characteristic curves so as will know applications and fabrication aspects.

Furthermore, most popular semiconductor optoelectronic devices will be studied
(photoresistances, photodiodes, leds, lasers) including modelling, applications and fabrication

aspects.
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